
Stammdaten

Fondsname iShares NASDAQ
100 UCITS ETF  

ISIN IE00B53SZB19 

Fondsgesellschaft BlackRock Asset
Management
Ireland Limited 

Fondswährung USD 

Auflagedatum 26. Januar 2010 

laufende Kosten
nach KID

0,30 % 

Anlageziel
 
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und
präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an
der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanz-
sektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden.
Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der
Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen
Aktien. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, so-
weit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu in-
vestieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Wertentwicklung (30.01.2026)
 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

100 %

150 %

200 %

Risikoklasse

1 2 3 4 5 6 7
 

Vermögensaufteilung

n Aktien 99,59 %
n Kasse 0,23 %
n Geldmarkt 0,17 %
n Weitere Anteile 0,01

%

Kennzahlen

  1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,23 % 19,85 %
Sharpe Ratio 0,75 % 1,25 %

Performance

  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 19,17 % 116,80 % 101,23 %
Fonds p.a. 19,17 % 29,40 % 15,00 %

Top-Positionen
Nvidia Corp. 9,01 %

Apple Inc. 7,99 %

Microsoft Corp. 7,15 %

Amazon.com Inc. 4,91 %

Tesla Inc. 3,96 %

Regionen
USA 96,39 %

Kanada 1,40 %

Niederlande 0,74 %

China 0,42 %

Vereinigtes Königreich 0,38 %

Sektorengewichtung
Informationstechnologie 52,65 %

Kommunikationsdienste 15,96 %

Nicht-Basiskonsumgüter 13,34 %

Gesundheitswesen 5,41 %

Basiskonsumgüter 4,56 %

Rechtliche Hinweise
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsun-
terlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halb-
jahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

iShares  NASDAQ  100  UCITS  ETF  USD
(Acc)
Stand: 30.01.2026
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